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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月26日(2015.2.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極を形成し、
　第１の酸化アルミニウム膜（ＡｌＯｘ１（ｘ１＞３／２））および前記第１の酸化アル
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ミニウム膜上の酸化シリコン膜（ＳｉＯｙ（ｙ＞２））よりなるゲート絶縁膜を形成し、
　酸化物半導体膜を形成し、
　ソース電極層およびドレイン電極層を形成し、
　第２の酸化アルミニウム膜（ＡｌＯｘ２（ｘ２＞３／２））を前記酸化物半導体膜上に
形成し、
　前記ゲート絶縁膜と前記酸化物半導体膜を第１のインライン装置にて大気暴露させるこ
となく連続的に形成した後、前記第１のインライン装置にて第１の熱処理および加酸素化
処理を行い、
　前記第２の酸化アルミニウム膜を第２のインライン装置にて大気暴露されることなく形
成した後、前記第２のインライン装置にて第２の熱処理を行うことを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項２】
　ゲート電極を形成し、
　第１の酸化アルミニウム膜（ＡｌＯｘ１（ｘ１＞３／２））と前記第１の酸化アルミニ
ウム膜上の第１の酸化シリコン膜（ＳｉＯｙ１（ｙ１＞２））よりなるゲート絶縁膜を形
成し、
　酸化物半導体膜を形成し、
　ソース電極層とドレイン電極層を形成し、
　第２の酸化シリコン膜（ＳｉＯｙ２（ｙ２＞２））と前記第２の酸化シリコン膜上の第
２の酸化アルミニウム膜（ＡｌＯｘ２（ｘ２＞３／２））よりなる保護層を前記酸化物半
導体膜上に形成し、
　前記ゲート絶縁膜と前記酸化物半導体膜を第１のインライン装置にて大気暴露させるこ
となく連続的に形成した後、前記第１のインライン装置にて第１の熱処理および加酸素化
処理を行い、
　前記保護層を第２のインライン装置にて大気暴露されることなく連続的に形成した後、
前記第２のインライン装置にて第２の熱処理を行うことを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項３】
　ゲート電極を形成し、
　第１の酸化アルミニウム膜（ＡｌＯｘ１（ｘ１＞３／２））と前記第１の酸化アルミニ
ウム膜上の第１の酸化シリコン膜（ＳｉＯｙ１（ｙ１＞２））よりなるゲート絶縁膜を形
成し、
　酸化物半導体膜を形成し、
　ソース電極層とドレイン電極層を形成し、
　第２の酸化シリコン膜（ＳｉＯｙ２（ｙ２＞２））と、前記第２の酸化シリコン膜上の
有機物と金属酸化物の混合膜または透明導電酸化膜または窒素を含む酸化物半導体膜であ
る薄膜Ｘと、薄膜Ｘ上の第２の酸化アルミニウム膜（ＡｌＯｘ２（ｘ２＞３／２））より
なる保護層を前記酸化物半導体膜上に形成し、
　前記ゲート絶縁膜と前記酸化物半導体膜を第１のインライン装置にて大気暴露させるこ
となく連続的に形成した後、前記第１のインライン装置にて第１の熱処理および加酸素化
処理を行い、
　前記保護層を第２のインライン装置にて大気暴露されることなく連続的に形成した後、
前記第２のインライン装置にて第２の熱処理を行うことを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３において、
　前記第２の熱処理を２７５℃以上３２５℃以下にて行うことを特徴とする半導体装置の
作製方法。


	header
	written-amendment

